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Для получения новых материалов для лазеров, панелей плоских 
экранов, органических светодиодов, солнечных батарей перспективным 
является переход к наногибридным композитам, состоящим из поли-
мерных органических соединений и полупроводниковых нанокристал-
лов – квантовых точек (КТ), имеющих структуру ядро/оболочка 
CdSe/CdS. КТ наноматериал с уникальными спектральными характери-
стиками, они обладают узким спектром излучения, широкой полосой 
поглощения, высоким квантовым выходом. Возможность существова-
ния в виде золей делает КТ привлекательными с технологической точки 
зрения, позволяет встраивать их в различные матрицы. Однако, суще-
ствует сложность получения стабильных нанокомпозитов с равномер-
ным распределением КТ во всем объеме полимерной матрицы. В дан-
ной работе КТ CdSe/CdS (диаметр 2.5-4 нм) помещены в различные по-
лимеры: полистирол, полидиметилсилоксан (ПДМС) и полиметилме-
такрилат (ПММА) и изучено влияние полимерной матрицы на агломе-
рацию КТ (рис.1). 
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Рис. 1. Микрофотографии нанокомпозитов с КТ CdSe/CdSв проходящем свете 
(размер кадра 263 х 196 мкм), полученные с помощью Микровизора 
 
Установлено, что более однородное распределение квантовых то-
чек CdSe/CdS наблюдается в полидиметилсилоксане, что, вероятно, свя-
зано с наиболее близкой по природе, алкильной оболочкой КТ.  
   
